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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีไดพ้ฒันากระจกหนา้ต่างจากบริษทั ไทยเทคโนกลาส จ ากดั ให้มีสมบติัการเรืองแสง
ในท่ีมืดดว้ยความสวา่งสูงและระยะเวลานานจากการเคลือบดว้ยสารเรืองแสงซิงกซ์ลัไฟดท่ี์ถูกกระตุน้
ดว้ยคอปเปอร์คลอไรด์โดยการพิมพ์ซิลค์สกรีน ท าการศึกษาผลของขนาดอนุภาค อุณหภูมิเผาและ
ระยะเวลาการเผาแช่ไฟ  ระดับของบรรยากาศรีดักชัน ท่ีควบคุมด้วยความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์จากผงถ่าน และความหนาของชั้นสารเรืองแสงท่ีมีผลต่อสี ความสวา่ง และเวลา
การเรืองแสง ในการศึกษาการเตรียมน ้ าเคลือบเรืองแสงและเคลือบบนแผ่นแกว้โซดา-ไลม์ดว้ยการ
พิมพ์ซิลค์สกรีน พบว่า วตัถุดิบในการเตรียมน ้ าเคลือบประกอบด้วยตวัท าละลายเอทิลแอลกอฮอล ์
สารเคลือบผิวอนินทรีย ์(ฟริต) ซิงก์ซัลไฟด์ท่ีถูกกระตุน้ดว้ยคอปเปอร์คลอไรด์ และสารช่วยไหลตวั
ในอตัราส่วน 1.0 มิลลิลิตร : 0.125 กรัม : 2 กรัม : 0.20 มิลลิลิตร ตามล าดบั โดยควบคุมความหนืด
ของน ้าเคลือบคงท่ีท่ี 219 เซนติพวัร์ และความละเอียดของซิลคส์กรีนท่ี 77 ไมครอน ท าการเผากระจก
เรืองแสงท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสในบรรยากาศรีดกัชนั ผลการทดลองพบวา่ ไดว้ฏัภาคสารเรือง
แสงซิงก์ซัลไฟด์ท่ีถูกกระตุน้ด้วยคอปเปอร์คลอไรด์แบบเวิตร์ไซต์ท่ีมีโครงสร้างผลึกเป็นเฮกซะ
โกนอล มีการเรืองแสงสีเขียวอมเหลืองท่ีความยาวคล่ืนในช่วง 400–550 นาโนเมตร โดยความสว่าง
และระยะเวลาของการเรืองแสงเพิ่มมากข้ึนเม่ือลดขนาดอนุภาคของสารเรืองแสงจาก 94 เป็น 37              
นาโนเมตร และเพิ่มความหนาของชั้นเคลือบจาก 100 เป็น 800 นาโนเมตร เน่ืองจากการผนึกตวัและ
ความสม ่าเสมอของโครงสร้างท่ีดี เม่ือท าการติดตามผลของสภาวะการเผาพบว่า ความสว่างและ
ระยะเวลาของการเรืองแสงเพิ่มมากข้ึนเม่ือเพิ่มอุณหภูมิการเผาจาก 700 เป็น 800 องศาเซลเซียสและ
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ลดระยะเวลาการเผาแช่ไฟจาก 60 เป็น 15 นาที เน่ืองจากการความเสถียรทางความร้อนและการลดลง
ของซิงก์ออกไซด์ เม่ือติดตามระดับของบรรยากาศรีดกัชันพบว่า ความสวา่งและระยะเวลาของการ
เรืองแสงเพิ่มมากข้ึนเม่ือเพิ่มปริมาณของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จาก 0.029 เป็น 58.28 กรัม-โมลต่อ
ลูกบาศก์เมตร เน่ืองจากความคงสภาพของโครงสร้างเฮกซะโกนอลและการลดลงของซิงก์ออกไซด ์
ดังนั้ น  ในงานวิจัย น้ี จึงก าหนดสารเคลือบเรืองแสงโดยใช้ ซิ งก์ซัลไฟด์ ท่ี ถูกกระตุ้นด้วย                                
คอปเปอร์คลอไรด์ขนาด 37 ไมครอน เคลือบท่ีความหนา 800 นาโนเมตร เผาท่ีอุณหภูมิ 800                 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาทีในบรรยากาศรีดกัชนัท่ีความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
58.28 กรัม-โมลต่อลูกบาศก์เมตร จะไดก้ารเรืองแสงสีเขียวอมเหลืองท่ีความสวา่ง และระยะเวลาการ                                      
เรืองแสงเป็น 89.57 และ 24 นาที 33 วนิาทีตามล าดบั 
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ABSTRACT 

In this work, a window glass form Thaitechnoglass Co., Ltd. was developed to high emission 
brightness and long degradation of phosphorescent behaviour as called ZWG in dark area by silk 
screen coating using CuCl2-activated ZnS phosphor (ZnS:Cu). The effects of particle size of ZnS:Cu 
phosphor, curing temperature and soaking time, degree of reduction atmosphere controlled with CO 
concentration using charcoal, and film thickness on color, brightness and degradation of 
phosphorescence were studied. According to ZnS:Cu phosphor slurry preparation and silk screening, 
the slurry was prepared in the ratio of ethanol : frit : Zn:Cu powder : supperplasticizer at 1 ml : 0.125 
g : 2 g : 0.2 ml, respectively. The viscosity of slurry was controlled at 219 cP and the size screening 
was also controlled at 77 µm. The ZWG was cured at 800oC in a reduction atmosphere. It was found 
that the ZnS:Cu is the wurtzite phase representing the hexagonal structure and yellowish green 
emission color at 400-550 nm. The brightness and degradation time increased with decreasing 
particle size of ZnS:Cu from 94 to 37 nm and with increasing film thickness from 100 to 800 nm due 
to the sintering and homogeneity of structures. From the results of curing condition, the brightness 
and degradation time increased with increasing curing temperature from 700 to 800oC and with 
decreasing soaking time from 60 to 15 min due to the thermal stability and the reduction of ZnO 
concentration. As the results of degree of reduction atmosphere, the brightness and degradation time 
increased with increasing CO concentration from 0.029-58.28 g-mol/m3 due to stability of hexagonal 
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structure and the reduction of ZnO concentration. It was concluded that the ZnS:Cu phosphor slurry 
was prepared using ZnS:Cu powder at 37 nm, film thickness at 800 nm, curing temperature at  800oC 
for 15 min in the reduction atmosphere at 58.28 g-mol/m3 of CO. These conditions directly affected 
on the yellowish green emission brightness and degradation time reaching to 89.57 and 24 min                
33 sec, respectively. 

 


